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$101 Surun cété d'un substrat, former
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d'électrode, une couche semi-conductrice,
qui comprend au moins du germanium. et
une seconde couche d'électrode
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Graver une partie de la couche
semi-conductrice & partir d'une paroi latérale
de la couche semi-conductrice pour former
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une ouverture

Former une couche de canal dans
'ouverture et sur une parai latérale de la
premiére couche d'électrode et une paroi
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.

latérale de la seconde couche d'électrode

$104 Remplir une premiére partie canal
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avec une couche de grille factice
Graver une partie de la couche de
grille factice a partir d’'une paroi latérale de la

$105

couche de grille factice

Ly

5106 Retirer une seconde partie canal et la
premiére partie canal qui est en contact avec
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une surface supérieure et une surface

inférieure de la couche de grille factice
$107 Remplir un évidement avec un

matériau diélectrique pour former une paroi

.

latérale d'isclation
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(57) Abstract: Provided in the embodiments of the present application are a semiconductor device and a method for manufacturing
same. The method comprises: sequentially forming a first electrode layer, a semiconductor layer and a second electrode layer on a
substrate; then etching away part of the semiconductor layer from a side wall of the semiconductor layer to form an opening; then
forming a channel layer in the opening and on a side wall of the first electrode layer and a side wall of the second electrode layer,
wherein the channel layer comprises a first channel portion located in the opening and a second channel portion other than the first
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channel portion in the opening; filling the first channel portion with a dummy gate layer; then etching away part of the dummy gate
layer from a side wall of the dummy gate layer by taking the second channel portion as a mask; then removing the second channel
portion and the first channel portion which is in contact with an upper and a lower surface of the dummy gate layer, so as to form a
recess formed by the first electrode layer or the second electrode layer, the channel layer and the dummy gate layer; and filling the recess
with a dielectric material to form an isolation side wall, wherein the formed isolation side wall can reduce the parasitic capacitance of
a semiconductor device and optimize the performance thereof.
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